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Доминирующее положение кремния в электронике стимулирует поиск новых возможностей для расширения свойств соответствующих структур. Одним из возможных путей является совмещение в едином технологическом цикле элементов на основе Si и SiC. Уникальные свойства карбидной формы кремния, такие как высокая подвижность электронов, большая величина электрического поля пробоя, хорошие термохимические характеристики обеспечивают благоприятную перспективу использования этих материалов для изготовления полупроводниковых приборов различного назначения, предназначенных для использования в экстремальных условиях [1]. В связи с этим выращивание качественных эпитаксиальных слоев SiC на кремниевой подложке является сегодня достаточно актуальной задачей современной микроэлектроники.

Основной проблемой на пути решения данной задачи является значительное несоответствие параметров кристаллической структуры SiC и Si. Одним из вариантов решения этой проблемы является использование промежуточных твердых растворов Si-Ge-С и Si-C. Система Si-Ge-С в зависимости от состава сплава позволяет получить как бо̀льшую, так и меньшую, чем у Si, константу постоянной решетки, что обеспечивает, наряду с уменьшением ширины запрещенной зоны материала,  существенное снижение упругих напряжений в слоях рассматриваемой гетеросистемы. Если повышение содержания германия в гетерокомпозиции SiGeC/Si приводит к росту упругих напряжений, обусловленных двухосным сжатием слоя сплава в плоскости роста, то добавление 1 ат.% C позволяет скомпенсировать деформации,  обусловленные  введением в твердый раствор 8 ат.% Ge.

     В настоящей работе приводятся результаты исследования гетероструктур 3C–SiC/SiGeC/Si(100) методом фотолюминесценции в широком диапазоне температур. Наблюдаемая структура линий в ближней инфракрасной области выявила не только практически полное отсутствие в окрестности гетероперехода сетки дислокаций несоответствия [2], но и показала существенные различия в характере температурного поведения различных линий в наблюдаемых спектрах краевой фотолюминесценции сплава, указывая на формирование в базовой SiGeC области локальных центров, связанных с точечными дефектами. 
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